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１１６ＧＨｚ０１８μｍＣＭＯＳ锁相环电路
王骏峰　 冯　军　 李义慧 　袁　晟　 熊明珍 　王志功 　胡庆生

（东南大学射频与光电集成电路研究所，南京 ２１００９６）

摘要：利用截止频率为４９ＧＨｚ的０１８μｍＣＭＯＳ工艺，设计实现了１１６ＧＨｚ锁相环电路．该电路
由模拟乘法鉴相器、单极点低通滤波器及采用可变负电阻负载的三级环形振荡器构成．在片晶圆测
试表明，该芯片在输入速率为１１６ＧＨｚ、长度为２３１－１伪随机序列的情况下，恢复时钟的均方根抖
动为２２ｐｓ．锁相环的跟踪范围为２５０ＭＨｚ．环形振荡器在偏离中心频率为１０ＭＨｚ处的单边带相
位噪声为－１０７ｄＢｃ／Ｈｚ．在锁定条件下，锁相环在偏离中心频率为１０ＭＨｚ处的单边带相位噪声为
－９９ｄＢｃ／Ｈｚ．芯片面积为０４７ｍｍ×０７２ｍｍ，在１８Ｖ电源供电下，功耗为１６４ｍＷ．
关键词：锁相环；ＣＭＯＳ技术；高速
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